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Contenidos Analiticos:

1- Circuitos con diodos. Caracteristicas V-l del diodo semiconductor. Idealizacion de la
caracteristica. Circuito incremental. La recta de carga estatica y dinamica. Aplicaciones:
circuitos recortadores; rectificadores de media onda y de onda completa, filtrado con
capacitor. Especificaciones de los diodos. Diodo Zener. Circuitos reguladores de tension
basicos.

2- Dispositivos de efecto de campo. Tipos de transistores unipolares. Transistores JFET y
MESFET. Andlisis cualitativo y cuantitativo: relacion ID-VD. Caracteristicas estéaticas de
salida y de transferencia. Andlisis grafico del amplificador con FET. Polarizacién. Modelos
de pequefia sefial: circuitos amplificadores basicos.

Estructura MOS: andlisis cualitativo y cuantitativo. Comportamiento en zona de
acumulacion, vaciamiento, vaciamiento-inversién e inversion. Transistores MOSFET de
acumulacion y de empobrecimiento. Analisis cualitativo y cuantitativo: potencial umbral
VT, relacion ID-VD. Caracteristicas estaticas de salida y de transferencia. Polarizacion.
Modelos de pequefia sefal. Efectos de segundo orden. Introduccion a CMOS.

3- Transistor bipolar de unién. Estructuras, tipos y simbologia. El transistor bipolar ideal.
Definiciones de tensiones y corrientes. Modos de funcionamiento: estudio cualitativo.
Configuraciones. Analisis cuantitativo de las corrientes. Pardmetros de rendimiento
estatico. Caracteristicas de entrada y de salida. Limites de funcionamiento. Modelo
circuital equivalentes de continua. El modelo de Ebbers-Moll.

4- Polarizacion del transistor bipolar de union. Eleccion del punto de polarizacion. Recta
de carga estética. Andlisis de circuitos de polarizacién para un punto de trabajo
especifico. Estabilidad del punto de trabajo. Factores de estabilidad. Disipacion de
potencia. Resistencia térmica.

5- Transistor bipolar de unién en pequefia sefial y baja frecuencia. El transistor bipolar
como amplificador. Recta de carga dinamica. Modelo hibrido. Andlisis de los parametros
caracteristicos. Configuraciones de circuitos amplificadores basicos. Caracteristicas y
comparacion de las diferentes configuraciones.

6- Transistor bipolar de unién en alta frecuencia. Modelo hibrido pi. Parametros del
modelo. Amplificacién en alta frecuencia: frecuencia de corte beta y frecuencia de
transicion (fT). El transistor bipolar en conmutacion.
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7- Transistor bipolar real. Efectos de segundo orden: modulacion del ancho de la base
(Efecto Early), inyeccién de alto nivel, resistencias parasitas, perforacion y ruptura,
acumulacion de corriente. Especificaciones y regimenes maximos.

8- Dispositivos de disparo controlado. El transistor unijuntura: estructura fisica y
funcionamiento. Caracteristicas I-V. Aplicacién elemental: oscilador de relajacién. Diodo
de cuatro capas. Funcionamiento basico. Caracteristicas I-V. Modelo equivalente.
Mecanismos de disparo. Rectificador de silicio controlado (SCR), DIAC y TRIAC.
Aplicaciones basicas: circuitos elementales de disparo y control. Introduccion al IGBT
(Transistor bipolar de puerta aislada).

9- Dispositivos optoelectrénicos. Definiciones y unidades. Sistemas radiomético y
fotométrico. Fotoconductor. Fotodiodo. Celda Solar. Fototransistor. Optoacoplador. Diodo
emisor de luz. Laser semiconductor. Aplicaciones elementales.

10- Modelizacion y procesos. Modelizacion de dispositivos electrénicos por medio de
herramientas CAD. Procesos fundamentales en la fabricacion de circuitos integrados.
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